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Особенности свойств бессвинцового сегнетокерамического материала 
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В работе исследована нелинейность диэлектрического отклика в 
сегнетопьезокерамике ТБК-3 в области фазового перехода. 
Features of the properties of lead-free ferroelectric ceramic material  
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The nonlinearity of the dielectric response in TBK-3 ferroelectric piezoceramics in the 
region of the phase transition is studied. 
В работе изучались свойства бессвинцового пьезокерамического материала ТБК-3 
[1], полученного по стандартной керамической технологии. Получены температурные 
зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектрических потерь на 
частотах 100Гц и 1кГц; амплитудные зависимости эффективной диэлектрической 
проницаемости  ε΄эфф(Е) и эффективных диэлектрических потерь ε΄΄эфф(Е); 
температурные зависимости максимальной поляризованности при различных амплитудах 
измерительного поля и температурные зависимости максимальной поляризованности при 
амплитуде измерительного Е=19,4 кВ/см в области температур T>TC-W. Результаты 
обсуждаются. 
 
Рисунок 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε΄ и тангенса 
диэлектрических потерь tgδ на частотах 100 Гц и 1 кГц (кривые 1,2) и (кривая 
3,4), соответственно.  Вставка: зависимость 1/ε΄(Т) на частоте 1кГц. 
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